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ABSTRAGT

In the last years, the Znlnp3, ternary sampound had had special
interest for researcher because  its possible applications as3
.; a' phot.odeﬁector device dnd as a photosensitive elemant in the

" ON=OFF circults with a wide application in lndustrys

Besides, we show f.he prelimimary results of the investigation
in CulnBe, and 'Gu.Insz compounds, which sre interesting semiconduc
tors because their spplications as absorber in solar cell. CdS/Cu
InSe, solar coll with a 14§ efficiency had been cbtained putting

thin film of Cd3 over & single cristal of CulnSep.
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RESUMEN _

_ l'n 1« \ilti.ma aflos el comuesto t.ernario de Znln o5y, ha resulta-
. .do de eapeoiul :I.nt-ares para lou 1nvesbigadores s debido a sy posi~
- ble aplicaci&n comos - dispositivo fotodet.ect.or ¥ como un elemento
. fotosensitivo en el circuito ON-OFF con una amplia aplicacidn en
E™ ﬁ:dust.ria. _

Ei este trabajo se-mmtrpn los resultados preliminares de la
=-invesugw16n en los compuestos-CulnSe, y “CulnS,, los que resul~
. tan ser ssmicondiictores de interés, ya que pueden ser aplicedos co-
mo sbsorbentos en celdas solares. '
Celdas- soh\z'es Gds/cuInSaz econ un L% de erieienuia han sido ub-

"tqnidls depositando capas delgadaa ds Cds sobre un crlstal ahvple

' decnInSoz

Desde hate varios. afles son objeto de estudio los compusstos ‘se-
miconductares y on espesialen Las fltimas décadas los compuestos
téf‘ai:{os, ésto se dsbe &l u.fin de los'ihv_'esﬁigadores an la bils-

. qﬁé@h de nuevos dispositivos yie Amplieh' el rango de aplicaciones
°a le electronica, y en perticular sa la Opto;-elect.rénica; La ine
vesii.g;cibn sobre estos compuestos Ha dex{iva;do en ¥arios caninos
¥ splicaciones debldo & sus propiedades ‘nelectroluminiace(ftgs,. fo-
toconductoras, fotoluminiscentes y mégnét.i_.cas, entre otras; todo
lo que hace, tengan um amplic rango de utilj.aa;:ién an lu opto-e-
‘i;éﬁrGMca, siendo claros ejemplos, los diodos emisores de iuz,

1os 1Bseres semiconductores, y las celdas solares entre las mis
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relevantes aplieaciones. Los compuestoa ternarios que en 1a act.ua—
‘11dad pasm de treinta conocldoa, se agrupan en familiass I-III-
Vio, II-IV-VZ,-II-Illz-VIL y algunos otros mis recientes que no Se

han sgrupado aun.

Ent.:;e estas familiae hay caracteristicas comunes y otras jue-los
.h'acen diferir, y estas vag desde sa estructura cristalina, hasta
1a forma de obtencidn de los cristales o lu energls de la banda
‘prohibida o gap, qie barre sl espocbro desde el visiole (3,6 oV},

hast.a. el infrarrojo (0,6 =V).

ancretament'.e. sn el trabajo se han tomado como elementos repre=
sentativos de estas familias el ZaIngSy, (II-III,-VI)) y el Culn-
382 ¥y CuInSz (I—III-VIz).

~ La eleccién de estos compuestos no ha sido arbitraria. Bl Znlng-
), ha sido estudisdo con anterioridad en nuestros laboratorios co-
ro mqnﬁcristal, (L, ng:nﬁ.ndez, 0. Calzadilla, O. Vigil) pudiendo

éplicarse directamente el compuesto, apro\r;ecbmdo sus propledudes

fotoconductoras.

"En 1 caso de los compusestos CulnSes y Cu].nsz,:'hemos realizado
el estudio de sus propiedades eléctricas y Opticas & los cristales

obtenidos en nuestros lLiboratorios.

Cabe sefialar que en la celda CdS/CulnSep puede llegar a obtener-

se una eficiencia de 1% (S. Wagner, H. M. Kasper, J. L. Shay, P,
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Migliorato) ¥y el.logm alta eficiencia en la coﬁmsién de ener-
gla habla por sl solo de 1a importancia que tiene. para todos el es
'.i;.udio de estos nonpmat.balsemieonduct.oées,‘ en los que damos los

. primeros pasosi

‘DESARROLLO EXPERIMENTAL ¥ OBTENCION DE RESULTADOS

los criat.ales de ZnIn?.‘.%h ss obtuvieron por el método de la fase
vapor utilizando iodo(I;) como agents de transporte, Los contastos
sobre las muestras se raalizaren por el método de evaporacibn al
vasio utilisando Indic (In) como metal, siendo estos Shmicos. Li
distaneis promedio entre los contactos fue de unos 5 mm. (1,2,3,4),
‘Primeramente se realigaron mediciones de fotoconductividad espec-
tral en eristales de ZnInyS) por los mdtodos de C.D. y C.A. para

conocer la respuesta eapectral de las muestras con las cuales tra-

. bajamos, (5,6) los resultados se muestran en las figuras 1y 2,

UR.
301 losc.s S
Re * 100K a
T 30%
SLIT* imm
. 204 sscz.ssev

B

®
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Fig. 1 Fotoconductividad espectral del Znln,S)
8n reg:.man C.D.
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Fig. 3 Diagrame en bloque para la medicidn de absorcidn
4 en capas delgadas de CdS (régimen de C.D,) ‘
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- ﬂ 1. FUENTE DE VOLTAJE 7.FOTODETECTOR

2. LAMPARA 8.08CILAGOR
Fig, 2 FOWGOM““’“’“"" es"ectﬂl 4 Z“'mzsh 5.6. LENTES 9.DESFASADOR ELECTRONICO
en régimen C.A. : 4 MONOCROMADOR 10.RESISTENCIA DE CARGA
5.CAPA DE ¢dS 11, MICROVOLTIMETRO

Fig. 2 Pot.oconductividad elpoct.ral ddl annes
S r&giman Gole b

Po.rt.iando de est.qs resultados, nos dimos ala t.area de evaluar

algunas aplica.eioms del ecmpuesto.

—§—.l_- 4 ‘El-' T{ _»

&) Espectros de absorcidn en capas delgadas de CdS

»

Ba las figuras 3 y h, se muestran los esquemas 4 bloque de la
-instrumentacidn utilizads, la cual constituye una forma trarfi;f;cio—

“Fig, b Diagrama en bloque para la medicidn de absoreifn

el de estas madicionss. - en capas delgedas de CdS (régimen de C.A.)
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e/l caso del mitodo de medicidn de G, A. haremos una breve des

hripod.én por eonsutuir un aporte novedoso en est.e tipo. do madic!.g

‘ ‘ (a1/10)*
nes. Is pos:lbilidad que nos brinda el hecho de coapmar 1a !nse ¥ * Fig.8

" amplited entre la sefial proveniente de la muestra y Ia reforencia, 604 Eg=233 v P
pemite eliminar en gran parte ¢ en su totalidad el ruido propio 50

- de astls nedicionea, (corrienta de ouuridad) ¥ como resulbado ob- 201 ;
't.enar mjaras valores de la energia del gap de las. eapas -de cds, _
T 304
L qhe o8 nue.stro objet:lvo ¢on el experimento. _
. 201

109

]
i
[l
" ke 1 P

5 8 852 53 54 x10°\A)

. L
(tn1/1e)
(n1/1e)" ‘ * o
. NeTe s . e ITIeTe A Figs. 7'y 8 Bspectros de absorcién en CdS, caracterizado
30 v.c.0. CBVE.A cen: Znin,S) ceme rot.odebector (Fig. 7).
KquRAS oV fuixN
'# Lto'c * ggmzazev Fetomultiplicader 564VP (Fig. 8).
T »30%C
101 ‘ _.Curvas tipicas realizadas por ambos métodos, se muestran en las
109 T : ;
- .;fig_uraa Sy 6, mientras gue »n las figuras 7 y 8, se muestran los
pestros de absorcidn reallzados usando un cristal de ZnIngS) co
4 31 : . '
s Ko fotodetector y un fotomultiplicador S6AVP (método convencio-
B N nal), sebre la misma muestra. Aunque es bueno aclarar que en to-
\ \ e
1] o o [ -

PP E— . . - dos 1os casos, a las miestras se les realizd el espectro de abFor
a5 47 40 & 83 210° MDD 45 a1 4 8 83 210 MD -

9160 por el método convencional y los resultados comparativos se

Fig.5 Bspectro de absorcidn en Fip‘.é Espectro de absorcién en Mugstran en la tabla 1.

CdS (régimen de C.D.) CaS (régimen de C,A.)

A
o~
.
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wvesTRas ot | €q PARA EL cas | Ep PARA EL C43
cds MEtib0 con FoTomuy | MEDIDO CON ZelsS,
C.A. [ XN §
171270 A 243 WV | Zszaev : .
171278 A 243 WV 2A0eY
181270 B 241 oV 2430V
18578 238 8V ' 235V

Les sspootres ds abseroibn nostrades en las figurss 5, 67 75
" avidencisn 1a reprojucibilided de los mismos, com 1a utilizactdn
de compuestos ternariod como fotodetector, y la cémwaet&n con
.loa resultados obtenidos con mediciones ruli.udaa'_oon fotomulti~
plicador, Es bueno sefialar que en el caso de capas delgadaa de nia
de EM no fue posible aﬁtemr espectros utilizandc el Inlnpd, como
iet.ect.of, debido a que 1os niveles de iluminacitn sobre el terna-
rio fuercn débiles, determinade esto por 1]a fuerte absoreibn de
12 muestra {capa delgada de Cas).
'b) Interruptores electro-épticas

Bassdos en uMa serie de caractoristicas conocidas del compuesto-
semiconductor ZnInzsl; decidimos aplicar -el mismo en un cirouito
SI-M0 (ON-FF), siendo el cristal del tarnarts el elemento fotosen
sible. |

Bl eircuito en cuestidn se mieatra en la figura 9, asegurindose

son 'e:I. mismo el correcto funcionamiento del sistema de dispare (7).

Se somprobd la selectividad de l& respuesta de 1a muestra ante
la radiaeién tmminosa, ¥ su sensibilidad dentro del espectro visi-

ble, (L930-5430 :, aunque pruebas realizadas con un laser He-Ne,
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o
6328 A y de 1 i de potencia mostraron que el cristal es sensible

a esta radiacién funcionando el circulto Satisfactoriamente).

+Vee LZKa

Reeoil =180,

[/4

Fig, 9. Esguema eléctrice de la aplicacién de cristales
de M?Sh en circaites de SI-NO- {ON«OFF)

e) Momsrias eleectro-épticas

De acusrdo con los resultados obtenidos de la bibliografia (2,-
8), s= ha evidenciadc el efecto memoria en eate compuesto, EL mig

mo consiste en un almacenamientc de argas por parte del cristal
de Zninesb.

81 iluminamos este con una radiacidn de energla igual a E.gap,

" 1a resistividad del cristal debe disminulr; ahora biem, el estado
j_de alta corductividad persistird ya que la recombinacidn no es po
"u'_ibl debido € la presencia de un centro repulsivo & 1,77 eV ds la
p hm de valencia {2}, Esta repulsién puede controlarse por medio
d. un agente externo que pusde ser la lug, la temperatura o el

. GAMpO oléetx:j.oo, © sea el .almacenamiento de c&rgas.puede contro-

| $9



:

do con radiacidn de energla igual a la

muqndu de eutos rmltadoc, quisimos hacer una ﬂaluﬂ.cion

dellasxnumtoristicas de cristales cracidos afo y med:la« atrés en

-nuastro hboratono.

Lo= resultados mostrados en la figura 10, se obtuviseron iluminan

Esgap, el cristal de ZnIny-

§) * la temperatura del nitrdgenc 11quido,' manteniandose en 6acur_i_

_ dad posteriormente.

1{A}
i.O‘J .

10 Volis
0| 1 Volts

_ | .
304 5 ¢ T 8 0 B

Fig, 10 Variacifn de 1la corriente con
la temperatura

Como se cbserva en ia figura, después de los M°K la corriente

‘se ‘mantiene constante con la variacidn de la t.ailp.e_r_n.t.ura, ca;réndo

brascamente por enc:una de los 200 oK.

Hemos mostrado el efecto conparativo an crismoa recient.mn‘ha

orecidos ¥ en cristales crecidos aiio y medio atris. I.os raaulta-
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dos ‘misstran 1a influencia del mmria con el uemo, ha—-

ciéndone avi.dent.e qus el mismo pqmmce.

.Ot__;’m_g ‘m_griengia.a que evidq_nqm-el g:ecj.o es la rot'.oconduct.';vidud-
cightica, que 8o realisd a tmpo’rlt.ura amblente, excitando la

miestra oon. un . pulso de- lus de 60 8. de durscifn y de energla

i;gua.l & la B.gap.

Tk

| Ell h figurl 11, se u.atmn J,oa resultados obtesidos donde se-
dest.qm dos putm, Al prinera wmmism por la subida de la-
rumorrhnta con ol tmpo, : An n(und& on 1a que o0. ae

81 estado. estacionario, sino unae c&idn de la rot.ocorrinnto. Efocto
®. mh con el canpo eléct.rico ‘aplicado.

]

2 46 8 0 ﬂi)

l‘ig __11 Va.ri.acion de la fotocorriente con

el tiempo, pura diversos vulores
. . de voltaje
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J:izisl-_f_-!i‘,c.;:t-ier!iq‘de estos resultados, quisimos hacer ung:-ﬂaluacién

R : - . dos misstran la influencla del efs: t |
de las élmwlsticas de cristales crecidos aflo y medio-atras en ¢ °f ° b mmri& can ’1 f"-‘ﬂ"’: ha-

) ciendose avl.dente us el wismo rRANSCO,

nuastro laboratorio, ) q. _ pe co
Otras experisncias que evid a tos ’

Los resaltados mostrados en 1a figura 10, se obtuvieron iluminan - : : we ¢ 'Mi"uﬁ; efecto es 1a fotosonduetividad -

’ cinftica, gne se reali temperatura amb i :
do con adiactbn do enorgts igsal a 1a Eegap, ol cristal do Zalno- astlca, que s isb a temperatura ambiente, excitando la
maestra con un pulso de luz de 60 s, de duracifn y de snergla

S), & la temperatura del nltrdgenc 1iquido, mantaniandose en oscuri _
1!“l1 a la E_.gap.

dad posteriormente.

Ea la ﬁguz-a 11, se musstran los rasult.adoo obtesidos donde se-

I(A)

|6‘q doaman des pum, la primera caneter.tsadu por la subide. de la
10 Volt

| d fot.pcorrienh con el tiempo, y la aoguadl en 1a e m se alcanza

=§

ry { volis

el sstado eatacionario, 8110 una eaida de la rnt.ocorrunu. Efecto
_ que varfa con el cango sléctrico aplieado.

Y
34 05 8 T 8 ’__ m(.m e8] [ . 7800V,
eof [/ <Toov
' - 300v.
Fig. 10 Variacifn de la corriente con 154 >
la temperatura :
- 104
Como se chserva ea la figura, despuds de los 140 %K la corra.ente B4
se mantiene constante con la variacién de la t.enperat.ura, ayendo . . i .

2 4 ey
brascamente por encima de los 200 °K. " ,. l°. s}

Hemos mostrado el efecto comparativo en cristales recientemente:

¥ig, 11 Variacidn de J,,a fotocorriente con

) L T el tiempo, pura div
crecidos ¥y en cristales crecidos ailo ¥ medio atrfs, Los resultj.a- de volt.a;];p “ iversos vulores

wy
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Sato Fosal podemos explicarlo como sigue, al ter el cam tro, lo que implica un aumento de la barrera de potencial (2).

po_eléctrico se altera La rseombin;cién del centro repulsive a CTERIZACION DR 10S COFURSTGS Dk Ia F r-riiov,
1,77 oV, ya que el campo eldctrico sumlnistra la energla a los :

Lectronss . r 1a barrera de potencial que ofrece este ni- Los cristales correspondientes a esta familia, con los cuales
. ones para vence

. - trabajamos se obtuvieron por el método de la fase vapor li-
vel, debe sspararse una esida mis definida a medida que sumente el J po apor, 4bilis

. o sléotrico, manteniendo 1a intensidad de la lug tante. sando Iodo (Ip) camo agente de transporte. Las muestras son de
camp! » tenie: . j '

tipo p, comprobado por el método de la termofem, y los contactos

Otro de 108 agentes que regulan el sfecto es 1a intensidad de scbre los mismos se hicieron tanto por el matodo de evaporacidn’

la lus, para eomprobar ssto, hemos alimentado el aristal son un & vaclo, eamo por electrblisis, utilizando Au y AuCl comé metal

voltaje donde se cbserva la calda ds la fotocorrieats, ¥ se he ¥ electrolito respectivamente (12).
veriado laiintensidad Liminosa gus incids ssbre la misma. Loa re- " |
sultados ge muestran ea la ﬂgura 12, Entre las nediciohes realizgdas estén las de absorcidn de la

luz en cristales de CulnSe, y CulnS,-As, por el método tradicio-
ml usando un fotomltiplicador FEU-62 y euyos resultados ge _
maestran en las figuras 13 y 1), donde obtuvimos los valores de-

la energia del gap correspondiente, y que son respectivamente

1,09 eV para el CulnSey y 1,37 eV para el CulnS,-as8.

104 z’.ame}u
Arar20
s v=T00y. Iur/l.f'
T230%
2 4 & 8 10 s 2,519 ,_c.x.sg-? ,
E 3
: ﬁﬂ‘ 3y 1 Espectros de 24 9:137ev
' Fig. 12 Respuesta del cristal en fancién absercisn en
de la intensidad de la lus esmpuestos de
| 1s familia 151 CulnSa
L-II-VIz ) - € .l ®
A medida que disminuye la intensidad de 1a Juz incidente, 10 hace | } sripBev
]
tambisn 1z caida de la fotocorrients, hasta que desaparece, y la - ‘ \
L i \
respuesta del eristal se hace mis lenta. O sea,al disminuir la :l \\‘
intansidad d-e 1a lus habrin menos hussos capturados por el cen- T & 9 10 1t 1z =10

62




muest,ras de cumg-As no pudo compararse con 1a lit.erat.url, por ‘po’

noont.rax;se en la bibliografia consultada resmultzdos con este do-
:?gaﬁm. Se observan colas de absoreidn caracterlsticas de estés com
;;uestos. ademds la presencia de solamente una zons lineal blen de-
finlda denota la no existencia de otras fases en el cristal, o al

menos si existen su efecto es despreciable.

También se realizaron medicioass de la fotocoqdlictividaﬁ :espec-
tral, éuyos resultados se maestiran en ias figaras lS't:y. 16, y del
maximo vaelor para la rochorrient.e podemos estimayr la energla del
' gep, cuyos valores-son 1,12 para el CuInSeg ¥ 1,39 para el CulnSo-

As,lo que nos permite afirmar que €l valor de la snergla del gap
‘para el CulnSe, obtenido en nuestro laboratorio es de 1,1 &V, y

para el CulnSs-As es de 1,38 eV,

,__GUIIQ!-AI

U.R,
80
* 401 —Culnde,
304

209

104

- A A P Py

8 9 10 1 12 13 a0°Mi)

Flgs. 15 y 16 Fotoconductividad sspectral

- en compuestos de la familia
I-111-VI
2

. 6“

2

Se realisaron las <,car§et»erlati.m voltaje-corrients para ambos

compusstos euyos resultados se musstran en las figaras 17 y 18, v

y acords con las dimensiones de los cristales obtuvimos el valor

de la resistividad de los mismos. Eatos sons 0,3Avem para sl

CainSep, que se comparb con resultados cbtenidos por B. Tell (5)

7 por otros autores (13,1h), faira el caso del Culndo-as el resul

" tado ss de 0,06 ~em. ht.hnot due 1los valores obtenidos para la

resistividad son buénos, este parfmetro, asi como el valor de la

B.gap (ﬁ:l-ﬁ-em ¥y B.gap 1 o) eﬂdancian la posibilided de usaar

estos eristales como materiales abssppentes an la construceidn de

celdas sclares.

Tosc
Re
T
Egep

IimA)

5001
400
300
2001

100

- 30%
o,va
100K
LSmm
LieV

CulnSe,

T=230%
f-e,zma-o-, G PR <

100 200 300 400 V{mV) ¢

Fig. 17 I vsVen Guirﬁa2
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Cula Sy-As

T 30%c
lene 0284
Ro 100KaA
;T - tmm
Egop L39eV
I{mA)
'Y ’ T.30%
P =006acm
a L
N
a2t
24
q
- e . e ) -

123456789 viav)
Fig,18 va V en CulnSep-As
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONSS
Se realisaron medigiones de fotoconductivided espectral en los
cristales de 2iln,; por los métodos de C.h. y C.D., obteniéndo-
se la informacidn necesaria para ls lplicuiﬁ'n.da{-ostos.
Bl método de corrients alterna demostrd ser eficients; ya que
en casos de bajo nivel de {luminacibn y una re‘lae!_.én seflal-ruido
pequelis, la posibilidad de compensir hace qus pueda obtenerse. un

mejor resultado, '

Se aplicd por primera ves el compuesto semiconductor ZalngS,

como fotodetector en caracterisacion de capas delgadas de CdS

66

(especiros de absorgifn), las que se realizaron por los mitodos de

. C.D. y C.A. reportando 1a segundu busenos resultados debido & lu po
‘sib1lidad de realisar una compensacidn. Debe tenerse en cuenta el

'-espasor de las capas.

3¢ aplied por primera ves el compuesto semiconductor ZnIngS; en

' eireulitos de 3I-NO (ON-OFF) lo que brinda uba amplia aplicacion de
: ‘#0tos cristales en la industria y 1a investigacldn, las cusles pue -

- dem ser soncretamente sn 3

apaggﬂo ¥y sncendido de luces _ _

operaeidn de abrir y cerrar puar_t@ -

regulheitn sutomitios de pesadus de matsiiales

conteo iﬁmit.tco de un m;lo,de«p;;odueéi'bn continao, ¥ otras =
‘apliceciones que pueden derivarse dqu asta idea primaria, como.

el saso dél control autombtico de asfiales marinas atilizedas

) © en puestra plataforma.

Se-realisaron. experiencias que ri,tlf.te.a_n la existencia de un cen

tro repulsivo a 1,77 eV de la banda de valencia y se mostrd que

" los eristales de AnTnoSy exhiben el efscto memoria 0 almacenamien-

to de cargus, y yue pusde eontrolarse por medio de la temperatura,

ol campo eldctrico o 1a intensidad de la luz.

Se eakaemisaron cristales de la familia I-I{i-Vl; con el obje-

tivo de posteriores aplicaciones en celdas solares, siendo los
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- raaultados oht.enidos pmtedorea. Kabe trabajo lonlt:lt.nye el pri-

i

. tos ewuestoa.

ACRADECTMIENTOS

mmu eXpresar smes tro azraéeclaiento a los compafieros del
L _grupo de Desarrello qup wabajam enlu calibracidn de algunos
= e3aipos electrénicos, y por sus consideraciones précticas sovre el
empleo y forms Sptima de trabajo eon los nimo

" Al compafiere. Lic. R. Rmro. por o wm;]o en sl métods electro
'Iiticc.

;.1._;-"'.1. !ann, R nm rm soma,;. 163; m
2e-Go Mgl - ¥Ratudto, cardoterisaetds y tp].i-
s s Heselongs 461 coaguesto’ tarnario

X = Tesis para el grado de C.D. -
3e- L. Hernfndes, 0, Vigil s, Staws Sel. (s)
' l‘. ﬂon:ilu _ 36, 33; 1976 o
Liwids B, Vaseo, 0. Vigil, Reporte de Clencius Num. 8;
R, Péres o © 1972, U. de La'Mabana -
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' PROCESO DE DIFUSION PARA LA oan-:ncuou DE DIODOS -

EMISORES DE L.UZ (DEL) CON EMISION EN EL RANGO
‘VISIBLE DEL ESPECTRO '

_ Elena Vigil y Domingo Jeacobk
‘Laboraforio de l_nvutigoeionin de Etectrbnica del Estado
-sam {LIEES) u.u_.f_
ABSTRACT _ _

Grest interest exists at the present time in the techaclogy of
light emitting p-n j@ct&ons dué to their applic_ation in .opbooloc-

tronic devices.
n

The obtention of red and crange light emitting Junctions for the
first time In Cuba is doscribod in this paper. These were obtained
by Zn diffusions in GdASxPl -y and GaP respectivaly,

Diffaaion parameters and their incidence in the characteristics

of the diffused samples are analyszed. Particular attention is paid
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to jummn mt.h which is of groat importance in surface- emtting
- light mit!.ing diodes". (L.E D.). ‘I‘he dependence of junck.:.on depth v
_.ﬁn dﬁ'fﬂsion tmeratnrn nnd t-im :Ls detemined. This _@llows its
aontrol in the di.frusion proeass.. S

;ﬂ!‘he ea:octrical a.nd apti.cal charactoristi‘ias of the obi'-ained devices -

‘ m given.
o la te_um;ogi_a de 1s obt-eﬁéi_&p;de' juhm_as p-n emisoras de luz en o
.61 wigible presenta gran -interés 'actua.lmqﬁn.ﬁc'debido & 1a creciente
- i)._'{,il_im_ién de dispositivos optoelec‘tfénidos' que sa t::as_an eﬁ las .

' ‘mismas.

En el presente trabajo ge describe la obtencibn por primera veg
en Cubd de junturas p-n que emiten lus Toja y naranja. Esbas han s;
do obtenidas mediante la difusién de Zn en Gais,P, ¥ DaP respecti

vamente.

Se analizan los distintcs parémgt.ros.de la difusidn y su inciden-
cia en las caracteristicas de las muestras difundides; en particu-
-lar 1a profundided de 1la juntura, pardmetro de suma importancis pa-
ra los diodos emisores de luz {DEL) que emitén por la superfiicie.

Para las condiclones de difusidn utilizadas se determina la depen-

dqnei& de esta profundidad con el tiempo y la temperatura, lo gue

permite el control de la misma en el procesc.

Se presentan las caracteristicas eléetricas y &pticas de los dis-

positivos obtenidos.
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